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Zapis na tzw. twardych dyskach zostal wynaleziony ponad 50 lat temu w firmie IBM. Od potowy
lat osiemdziesigtych zaczeto je uzywaé w komputerach osobistych. Pamie¢ w tych dyskach opiera si¢ na
magnetyzmie, poniewaz daje to mozliwo$¢ przechowywania informacji nawet po wylaczeniu zasilania.
Dyski twarde maja kilka zalet, takich jak duza pojemnos$¢ i przystgpna cena, ale majg tez kilka wad.
Pierwsza z nich jest stosunkowo duze zuzycie energii. Druga to mato imponujaca szybko$¢ dziatania, gdyz
glowica odczytu i zapisu potrzebuje stosunkowo duzo czasu, aby mechanicznie uzyska¢ dostep do
odpowiednich obszaré6w pamieci. Glowica ta zapisuje informacje, generujac silne lokalne pole
magnetyczne, ktore zmienia Kierunek namagnesowania precyzyjnie zdefiniowanego mikroskopijnego
regionu, komorki pamigci. Jednym ze sposobow zmniejszenia energii wymaganej do przetaczenia
namagnesowania W komorce pamigci jest niezalezne sterowanie tymze namagnesowaniem bez
koniecznoséci generowania pola magnetycznego (lub podnoszenia temperatury), stowem minimalizujace
uzycie pradu elektrycznego. Na przyktad, dokonanie takiego przetaczania wylacznie za pomocg pola
elektrycznego umozliwi redukcj¢ o kilka rzedow wielkosci energii niezbednej do wykonania tej operacji w
porownaniu z innymi dostepnymi technikami, poniewaz metoda ta wymaga jedynie pradu niezbednego do
natadowania/roztadowania kondensatora generujacego odpowiednie pole elektrycznie niezbedne do
przetaczenia. Metoda ta podlega rowniez skalowaniu do nanometrowych rozmiardéw, jest zgodna z
aktualnymi standardami procesowania przemystowego oraz bardzo szybka, poniewaz zapewnia swobodny
dostgp do zawartosci pamigci nie wymagajac mechanicznego pozycjonowania. Z tego powodu, wydaje si¢
kluczowe poszukiwanie materiatu z silng anizotropig magnetyczng i duzg czuloscig na przytozone pole
elektryczne.

Oczekujemy, ze oba wymagania beda spelnione przez struktury bazujace na zwigzku Ga;.xMnyN,
ferromagnetycznym odpowiedniku niezmiernie waznego technologicznie potprzewodnika GaN. Materialy z
rodziny azotkoéw, takie jak GaN, staja si¢ obecnie drugimi, zaraz po krzemie, najwazniejszymi
poOtprzewodnikami przemystowymi, znajdujacymi szerokie zastosowanie jako zrodla Swiatla oraz w
elektronice wysokiej mocy i bardzo wysokich czestotliwosci. Najwazniejsza cecha (Ga,Mn)N, zreszta
odkryta catkiem niedawno, jest to, ze zarowno warto$¢ jak i znak anizotropii magnetycznej mozna
kontrolowaé za pomocg inzynierii naprezen krystalicznych oraz pola elektrycznego. Dzieje si¢ tak dlatego,
ze wlasciwo$ci magnetyczne tego materiatu, w tym i preferowany kierunek namagnesowania (czyli
anizotropia magnetyczna), zaleza w duzym stopniu od stopnia zdeformowania najblizszego otoczenia
krystalicznego magnetycznych jonéw Mn. W naszym projekcie chcemy wykorzystaé ten zwigzek by
wzbudzi¢ w krysztale precesje namagnesowania, ktora moze, a nawet powinna, w $cisle okre§lonych
warunkach doprowadzi¢ do powtarzalnego przemagnesowania materiatu. Sama precesja bedzie inicjowana
poprzez tymczasowa zmian¢ kierunku magnetycznej osi tatwej krysztatu - kontrolowanej zewnetrznie
poprzez podanie nanosekundowych, lub krétszych, impulséw napigciowych. Oczywiscie wszystko to musi
odbywac¢ si¢ w starannie zaprojektowanych i przetestowanych strukturach kwantowych.

Pomimo faktu, ze wszystkie pomiary beda wykonywane w bardzo niskich temperaturach
kriogenicznych (obecnie dostepny materiat przechodzi w faze ferromagnetyczng w okolicach temperatury
cieklego helu, -269 °C), oczekuje sie, ze zwieficzona sukcesem realizacja tego projektu zaowocuje
wzmozong aktywnoscig W tej dziedzinie fizyki materiatowej, i w efekcie podobne uktady, dziatajace
jednakze w znacznie wyzszych temperaturach, zostang wkrotce znalezione lub opracowane.



